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１．概要（Summary） 

セラミック基板に半導体チップを搭載する方法として、

金属薄膜パターンを用い半導体チップを接着する実験を

検討している。まずはシリコンウェハ表面に金属薄膜のパ

ターニングからはじめた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

両面露光用マスクアライナ（Suss MA-6）、電子ビーム

蒸着装置 

 

【実験方法】 

名古屋大学微細加工プラットフォームの装置を利用し、 

シリコンウェハを使って金属薄膜の成膜とパターニング

（配線幅 4 m）の条件出しから始めた。 

最初にスピンコータを使用して、シリコンウェハ（４イン

チ）にフォトレジストを塗布した。次に、両面露光マスクアラ

イナで露光した後にドラフトチャンバー内で現像してフォト

レジストをパターニングした。フォトレジストをパターニング

したウェハに金属薄膜を蒸着装置で成膜した。金属成膜

したウェハのフォトレジスト部分を剥離するリフトオフ法によ

って、金属薄膜をパターニングしたウェハを試作した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

今回は、半導体装置の使用経験が少ないメンバーの

ため装置操作の習得も兼ねて実験を進めた。まずは金

属薄膜(厚さ 0.2～1.0 m) のパターニングから取り組ん

だ。 リフトオフ法によるメタライズを試作した結果、金属

パターンエッジ部分のバリが問題となった。特に、金属薄

膜の厚さが 1 m の場合にバリが多くみられた。 

バリ対策として、フォトレジストの種類や組合わせを変え

るなどして実験した結果、フォトレジスト＋犠牲層レジスト

の組合せがもっともバリが少なかった。 

一方、蒸着装置チャンバー内の温度によってレジストの

断面構造が変化することが知られている。そこで、電子ビ

ーム蒸着装置内に設置したウェハに温度マーカを貼って

温度を確認しながら、使用可能なフォトレジストの条件を

確認した。 

上記のようにフォトレジストの種類や組合せ、成膜条件

などの対策を実施した結果、バリを改善できた。 

今後は、さらに金属薄膜パターニングを微細化したい

と考えている。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・他の機関の利用：京都大学ナノテクノロジーハブ拠点 

・名古屋大学 加藤剛志様、大島大輝様に感謝いたしま

す。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

 


